
JP 2008-140956 A 2008.6.19

10

(57)【要約】
【課題】　複数の波長からなる露光光を用いる場合の、
フォーカスずれ、及びそれによる生産性の低下を防止す
る。
【解決手段】　複数の波長からなる露光光を用いて基板
を露光する露光装置において、実際の露光に先立って、
露光光源へ設定した波長（スペクトル）と、その露光光
源が発光した光より得られるスペクトルとの差分を計測
する。実際の露光は、露光パラメータに基づいて算出さ
れる露光波長指令値に、計測した差分を加減算すること
により、露光光源へ設定する波長指令値を修正して行う
。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原版を介し基板を露光する露光装置であって、
　光源と、
　前記光源から射出された光の波長スペクトルを計測する手段と、
　該計測された波長スペクトルに基づき、前記光源から射出された光の中心波長を算出し
、該算出された中心波長と該計測時に前記光源に対して設定された中心波長との差を算出
し、かつ該算出された差に基づいて前記光源に対して設定される中心波長を算出する手段
と、
　を備えることを特徴とする露光装置。
【請求項２】
　前記光源は、パルス光源であることを特徴とする請求項１に記載の露光装置。
【請求項３】
　前記算出する手段は、前記光源の発光パルス毎に計測した波長スペクトルを積算し、該
積算された波長スペクトルに基づいて該中心波長を算出することを特徴とする請求項２に
記載の露光装置。
【請求項４】
　前記算出する手段は、該積算された波長スペクトルを累積し、該累積された波長スペク
トルに基づいて該中心波長を算出することを特徴とする請求項３に記載の露光装置。
【請求項５】
　前記算出手段は、該基板に関し設定された露光量にさらに基づいて該中心波長を算出す
ることを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の露光装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれかに記載の露光装置を用いて原版を介し基板を露光するステッ
プと、
　該露光された基板を現像するステップとを有することを特徴とするデバイス製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＩＣやＬＳＩ等の半導体チップ、液晶パネル、ＣＣＤ、薄膜磁気ヘッド、マ
イクロマシン等、微細なパターンを有するデバイスを製造するための露光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体に所望の回路パターンを形成する方法としては、リソグラフィによる加工方法が
よく知られている。このリソグラフィは、回路パターンが形成されたマスク（原版）を介
して光を照射し、感光性有機膜（フォトレジスト）が塗布されている半導体基板を所定の
パターンに露光させる加工方法である。
【０００３】
　近年、ＬＳＩ（Ｌａｒｇｅ　Ｓｃａｌｅ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）な
どの高集積化に伴って、回路パターンの更なる微細化が要求されている。前述のリソグラ
フィによる加工方法において、加工精度を向上させるためには、露光を行う露光装置の解
像度を向上させる必要がある。
【０００４】
　露光装置の解像度（Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ）は、以下の式に示すように、光源の波長λ
に比例し、また、レンズ（投影レンズ）の開口数ＮＡ（Ｎｕｍｅｒｉｃ　Ａｐｅｒｔｕｒ
ｅ）に反比例することが知られている。なお、ｋ１は、比例定数である。
　　　Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ＝ｋ１・（λ／ＮＡ）　　…（１）
　従って、露光装置の解像度を向上させるためには、光源の波長を短くするか、または、
レンズの開口数を増加させればよいことになる。
【０００５】
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　ところで、露光装置の光学系の特性の１つとして焦点深度（ＤＯＦ：Ｄｅｐｔｈ　Ｏｆ
　Ｆｏｃｕｓ）がある。この焦点深度は、投影される像のボケが許容される範囲をフォー
カス点からの距離によって表したものである。このような焦点深度は、以下の式によって
表すことができる。なお、ｋ２は比例定数である。
　　　ＤＯＦ＝ｋ２・（λ／ＮＡ２）　　…（２）
　従って、露光装置の加工精度を向上させるために、光源の波長を短くしたり、レンズの
開口数を増加させると、それに応じて焦点深度の値が著しく小さくなり、その結果、正確
な加工が可能な光軸方向の距離が短くなってしまう。
【０００６】
　特に、回路パターンの微細化と立体化によって高集積化を図ろうとしている次世代のデ
バイスにおいては、このような焦点深度の減少は深刻な問題となっている。すなわち、回
路パターンの立体化のためには光軸方向の加工寸法が長くなるため、シャープなフォーカ
スが広い範囲で必要であることと、回路の微細度に拘らず一定の焦点深度は常に必要であ
ることがその理由である。
【０００７】
　上記の問題を解決すべく、複数の波長よりなる露光光を用いてマスクパターンを基板上
へ投影することにより、同一光軸上の異なる位置に結像させることで、焦点深度の拡大を
図る試みがなされている。
　例えば、特登録２６１９４７３においては、第１波長を発振する光源と、第２波長を発
振する光源とを備え、各発振光を合成した光を露光光として用いる手段が提案されている
。あるいは、特開平１１－１６２８２４においては、光源とウエハ間の光路上に、複数の
波長帯域の光を選択的に透過させるフィルタを設けることで、複数の波長よりなる露光光
での露光方法を提案している。上記２つの方式は、露光光自体に複数の波長スペクトルを
持たせることを実現する手段である。
【０００８】
　一方でウエハへの露光は、ある一定の発光パルス数（あるいは、ある一定の時間）積算
することから、特開平０６－２５２０２１では、光源の設定波長をウエハ露光中に可変さ
せることで、複数の波長スペクトル光によるウエハ露光を実現している。これは、ウエハ
へ照射する積算露光のスペクトル分布を、図４に示すような２つのピーク波長をもつスペ
クトルにするために、露光中の発光パルスの波長を図５に示すように、－Δλ～＋Δλ間
で制御することで実現する。
【特許文献１】特登録２６１９４７３号公報
【特許文献２】特開平１１－１６２８２４公報
【特許文献３】特開平０６－２５２０２１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　一般的に露光装置の光源として使用されるエキシマレーザの概要について、図６を用い
て説明する。
　レーザチャンバ２７内にはレーザガスが封入され主放電電極３０、３１が設けられてい
る。主放電電極３０、３１間で放電が行われレーザガスが励起されるとレーザチャンバ２
７内で光が発生し、この光は、ウィンドウ２８、２９を透過し、フロントミラー３２と狭
帯域化部４０との間で共振、増幅される。光は狭帯域化部４０内のプリズム、グレーティ
ング等の波長選択素子によって狭帯域化されてフロントミラー３２からレーザ光３３とし
て出力される。
　出力レーザ光３３の一部はビームスプリッタ３４で反射されて波長モニタとしてのモニ
ターエタロン３６、回折格子型分光器３７へ入射される。波長モニタ３６、３７では出力
レーザ光３３の発振中心波長λｃｒや発振スペクトル幅Δλが計測される。計測値は波長
コントローラ３８へ送信される。
【００１０】



(4) JP 2008-140956 A 2008.6.19

10

20

30

40

50

　上記エキシマレーザにおいて、一定のエネルギ強度で図５に示すように露光中の設定波
長を制御した場合、必ずしも図４に示すような左右対称の波長スペクトルを得られず、図
７に示すような波長スペクトルとなる。これは、エキシマレーザ内部の光学系の特性に依
存する現象である。例えば、波長選択素子のグレーティングは、選択波長により反射率が
異なる特性を持ち、そのため－Δλ（設定中心波長より短波長側）と＋Δλ（設定中心波
長より長波長側）とで光強度が異なってしまう。
　この－Δλと＋Δλとでの光強度の相違のため、フォーカスがずれるなどの影響により
、露光装置の生産性が低下し得る。
　本発明は、波長スペクトルの非対称性によるデフォーカスを低減させることを例示的目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の課題を解決するため、本発明の露光装置は、原版を介し基板を露光する露光装置
であって、光源と、前記光源から射出された光の波長スペクトルを計測する手段と、前記
光源に対して設定される中心波長を算出する手段とを備える。そして、前記算出する手段
は、以下を特徴とする。すなわち、前記算出する手段は、該計測された波長スペクトルに
基づき、前記光源から射出された光の中心波長を算出する。また、該算出された中心波長
と該計測時に前記光源に対して設定された中心波長との差を算出する。さらに、該算出さ
れた差に基づいて前記光源に対して設定される中心波長を算出する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、例えば、波長スペクトルの非対称性によるデフォーカスを低減させる
ことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明の好ましい実施の形態において、前記光源はパルス光源である。前記算出する手
段は、前記光源の発光パルス毎に計測した波長スペクトルを積算し、該積算された波長ス
ペクトルに基づいて該中心波長を算出する。または、該積算された波長スペクトルを累積
し、該累積された波長スペクトルに基づいて該中心波長を算出する。あるいは、該積算さ
れた波長スペクトルまたは該累積された波長スペクトルに加えて、該基板に関し設定され
た露光量に基づいて該中心波長を算出する。そして、該算出された中心波長と該計測時に
前記光源に対して設定された中心波長との差であるずれ成分を算出する。さらに、該算出
された差に基づいて前記光源に対して設定される中心波長を算出する。
【００１４】
　前記波長スペクトルの計測のために前記光源に対して設定される中心波長（露光波長指
令値）は、例えば、前記のずれ成分を零として、または先の露光において適用されたずれ
成分に基づいて算出される。
【実施例】
【００１５】
　以下、本発明の実施例を図面を用いて説明する。
　図１は、本発明の一実施例に係る走査型半導体露光装置の概略構成図を示す。
　この露光装置は、レチクル（原版）１３及び投影光学系１５を介し半導体ウエハ（基板
）１８を露光する露光装置である。また、加工物である基板に光を照射する（実露光）前
に予め、該基板に光を照射する際の露光波長指令値を演算し、光源に露光波長指令値を設
定し、光源から射出された光の波長スペクトルを計測する。更に、前記波長スペクトルか
ら発光した光の中心波長（図７記載のλｍｅａｓ）を算出し、前記光の中心波長と予め設
定した波長指令値（露光波長指令値）とのずれ成分（図７記載のλｄｉｆｆ）を演算して
記録媒体に保存する、という前処理を行う。そして、前記基板に光を照射する際（実露光
時）の前記光源の波長指令値は、前記ずれ成分を修正するために、前記露光波長指令値と
前記エラー成分との加減算により求めることを特徴とする。
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【００１６】
　図１において、光源（レーザ）１から放射された光束は、ビーム整形光学系２を通過し
て所定の形状に整形され、オプティカルインテグレータ３の光入射面に入射される。オプ
ティカルインテグレータ３は複数の微小なレンズより構成されており、その光出射面近傍
には多数の２次光源を形成する。
【００１７】
　図１において、４は絞りターレットであり、所定の絞りにより前述の２次光源面の大き
さを制限する。例えば、コヒーレンスファクタσ値を複数種設定するための円形開口面積
が相異なる開口絞りや、輪帯照明用のリング形状絞り、４重極絞り等、絞りターレット４
には番号付け（照明モード番号）された複数の絞りが埋設されている。照明光の入射光源
の形状を変える際には、必要な絞りが選択され、光路に挿入される。
　６は第１第１光電変換装置であり、ハーフミラー５によって反射されたパルス光の一部
をパルス当りの光量として検出し、露光量演算部２１ヘアナログ信号を出力する。
【００１８】
　７はコンデンサレンズであり、オプティカルレンズ３の出射面近傍の２次光源からの光
束でブラインド８をケーラー照明している。ブラインド８の近傍にはスリット９が配設さ
れていて、ブラインド８を照明するスリット光のプロファイルを矩形または円弧形状に形
成する。スリット光は、コンデンサレンズ１０とミラー１１を介してブラインド８の共役
面であり、素子パターンが形成されたレチクル１３上に照度と入射角が均一化された状態
で結像する。ブラインド８の開口域は、レチクル１３の所望のパターン露光領域と光学倍
率比で相似形となっている。露光時、ブラインド８は、レチクル１３の露光域外を遮光し
つつレチクルステージ１４に対して光学倍率比で同期走査が行われる。
【００１９】
　レチクル１３は、レチクルステージ１４により保持されている。レチクル１３を通過し
たスリット光は投影光学系１５を通り、レチクル１３のパターン面と光学的共役面上の露
光画角領域にスリット光として再度結像される。フォーカス検出系１６は、ウエハステー
ジ１７に保持されたウエハ１８上の露光面の面高さや傾きを検出する。走査露光時には、
フォーカス検出系１６の情報を基に、ウエハステージ１７がウエハ１８の露光面を露光フ
ィールド面と一致するよう制御を行いながら、レチクルステージ１７とウエハステージ１
７は投影光学系１５に対し同期走行する。同時に、ウエハ１８がスリット光により露光さ
れ、ウエハ１８上のフォトレジスト層にパターンが転写される。ウエハステージ１７上に
は、第２光電変換装置１９が設置されており、露光画角上のスリット光パルス光量が測定
できる。
【００２０】
　次に、本実施例の制御システムの構成を説明する。図１において、２０はステージ制御
系であり、露光面位置制御まで含めた走査露光時のレチクルステージ１４とウエハステー
ジ１７の同期走行制御を行う。２１は露光演算器であり、第１光電変換装置６、第２光電
変換装置１９によって光電変換された電気信号を論理値に変換して主制御系２２に出力す
る。なお、第１光電変換装置６は露光中でも計測可能な構成となっている。第２光電変換
装置１９は露光工程前にウエハ１８を照射するスリット光の光量を検出し、同時に第１光
電変換装置６が検出する光量との相関を求める。この相関を用いて第１光電変換装置６は
、その出力値をウエハ１８上の光量に換算し、露光量制御用のモニタ光量としている。以
下、このモニタ光量は、ウエハ上のパルス光量と同一視して説明し、第１光電変換装置６
，第２光電変換装置１９出力の露光量演算部２１により変換される論理値（単位ｂｉｔ）
は、パルス光量そのものを表す。一方、第２光電変換装置１９は、ウエハステージ１７に
より露光スリット光を走査しながら測定を行うことで、露光領域各点の積算露光量と設定
露光量からの偏差が同時測定可能である。
【００２１】
　２３はレーザ制御系（レーザ出力および発振周波数決定手段）であり、所望のパルス光
量に応じてトリガ信号、印加電圧信号をそれぞれ出力して光源１の発振周波数（波長）と
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出力エネルギを制御している。レーザ制御系２３がトリガ信号、印加電圧信号を生成する
際には、露光量演算器２１からのパルス光量信号、主制御系２２からの露光パラメータを
用いている。
【００２２】
　所望の露光パラメータ（特に積算露光量や必要積算露光量精度、あるいは絞り形状）は
、マンマシンインターフェース若しくはメディアインターフェースとしての入力装置２４
より主制御系２２に入力され、記憶部２５に記憶される。また、第１光電変換装置６、第
２光電変換装置１９から得られた各結果や検出器間の結果の相関等は、表示部２６に表示
している。
　主制御系２５は、入力装置２４から与えられたデータと、露光装置固有のパラメータお
よび各第１光電変換装置６，第２光電変換装置１９等の測定手段が計測したデータから走
査露光に必要なパラメータ群を算出し、レーザ制御系やステージ駆動制御系２０に伝達す
る。
【００２３】
　図２は、ウエハを露光する処理シーケンスの概略図である。
　シーケンス１００は、ウエハ露光（実露光）の前処理としての露光キャリブレーション
である。同図では本発明に関わる部分のみを記載している。しかし、実際にはこの前処理
に際し、図１に不図示のウエハ搬送ユニットによりステージ１７へウエハ１８を搬送後、
露光装置は、露光の重ね合わせ精度や露光精度を保証するためにウエハの位置合わせやフ
ォーカス計測等が実行される。
【００２４】
　図２のシーケンス１０１は、露光シーケンス（ウエハの実露光処理）である。この露光
シーケンスにおいて、ウエハ面は、一般的に数十以上からなるショットに分割される。そ
れらのショットに対して、発振条件設定と発振処理を繰り返し処理する。処理の終了後、
ウエハ搬送ユニットによって、ステージ１７からウエハが搬送され、新たなウエハがステ
ージ１７へ送り込まれる。その後、再度シーケンス１００から繰り返す。
【００２５】
　シーケンス１００において、ステップ１０２では図７に示すλｄｉｆｆを計測するため
に、発振の条件を設定する。この発振条件設定では、主制御系２２が、ウエハへ設定され
た露光量などに応じて、ステージのスキャン速度、光源の発振周波数、発光パルスのター
ゲットのエネルギ、発光パルス数、露光波長指令値（λｓｅｔ）等を算出する。各設定値
の算出後、主制御系２２は、ステージ駆動部制御系２０や露光量制御部２１、レーザ制御
系２３へ制御パラメータを設定する。なお、ここでの各設定値は、ウエハの露光処理（実
露光）と同じ条件を設定することが望ましい。
【００２６】
　ステップ１０３の露光制御処理では、レーザ１が発光したエネルギを第１光電変換装置
６で検出し、露光量演算部２１へ送る。露光量演算部２１では、第１光電変換装置６の出
力と主制御系２１から設定された発光パルスのターゲットのエネルギから、次の発光パル
スに必要なエネルギを算出して、レーザ制御系２３へ送る。
【００２７】
　ステップ１０４はレーザの発光処理行う。ここで、レーザ制御系２３は、露光量演算部
２１から設定されたエネルギを得るために必要なレーザチャンバへの印加電圧を算出して
、算出した印加電圧をレーザ１へ設定し、レーザの発光トリガをレーザ１へ出力してレー
ザ発光（レーザ発振）を行う。
【００２８】
　ステップ１０５では、レーザの発光後に、スペクトル計測ユニットにより露光光のスペ
クトルを計測する。スペクトル計測は、エシキマレーザ内部に構成されたモニターエタロ
ン３６、回折格子型分光器３７を用いて行われる。計測結果は、露光装置へ高速シリアル
通信などの手段により転送される。なお、回折型分光器などのスペクトル計測ユニットは
、露光装置内部に構成されていてもよい。
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【００２９】
　ステップ１０６では、発振（レーザ発光）を終了するか否かを判定する。発振の終了は
、発振の終了条件（例えば、発光パルス数や発振したエネルギの積算値）を満たしている
かどうかで確認する。条件を満たしている場合には、発光を終了し次のステップ１０７の
処理へ移り、条件を満たしていない場合にはステップ１０３へ戻りターゲットのエネルギ
を算出する。
【００３０】
　ステップ１０７では、波長指令値修正係数の算出を行う。すなわち、ステップ１０５に
て計測した露光光のスペクトルを図３に示すように設定波長に対して積算をする。積算す
るパルス数（Ｗｉｎｄｏｗサイズ）は、実際の露光条件に合わせたＷｉｎｄｏｗサイズに
て、移動平均処理を実施する。走査露光時のＷｉｎｄｏｗサイズは、光源の発振周波数Ｆ
とステージのスキャン速度Ｖとウエハステージ上に形成される露光光（スリット像）の走
査方向における幅Ｗより求められ、ウエハ一点当たりに照射される露光光の数を意味する
。
　　Ｗｉｎｄｏｗサイズ　＝　Ｆ／Ｖ×Ｗ　［ｐｕｌｓｅ］…（３）
求めた露光光の積算スペクトルから、計測した中心波長λｍｅａｓ（図７参照）を求め、
設定した露光波長指令値λｓｅｔとの差分λｄｉｆｆ（図７参照）を算出する。算出した
値は、メモリなどの記録媒体に記録する。
　λｍｅａｓは、図３に示すように、光スペクトルについて短波長側（もしくは、長波長
側）から光強度の累積を行い、光強度累積値の最大値の１／２を示す波長をλｍｅａｓと
定義する。
【００３１】
　次いで、実露光シーケンス１０１を実行する。実露光シーケンス１０１において、ステ
ップ１０８ではウエハの第１ショットの露光処理を開始する。ステップ１０９の発振条件
設定では、主制御系２２が、ウエハへ設定された露光量などに応じて、ステージのスキャ
ン速度、光源の発振周波数（波長）、発光パルスのターゲットのエネルギ、発光パルス数
等を算出する。各設定値の算出後、主制御系２２は、ステージ駆動部制御系２０や露光量
制御部２１、レーザ制御系２３へ制御パラメータを設定する。ただし、設定する波長は、
露光波長指令値（λｓｅｔ）から、前処理シーケンス１００にて計測したλｄｉｆｆを減
算した値を設定値とする。
【００３２】
　露光シーケンス１０１のステップ１１０では露光制御処理を行う。この露光制御処理で
は、ステップ１０３と同じように光源が発光した出力を第１光電変換装置６で検出し、次
の発光パルスに必要なターゲットエネルギの演算処理を実行する。
　ステップ１１１では、演算されたターゲットのエネルギ指令値を光源へ設定し発光させ
る。続くステップ１１２では、光源の光品位の確認を行う。すなわち、発光したパルス毎
に光源の光品位（光源の波長や線幅の安定性）をモニタする。
　図１のレーザ１では、発光パルス毎に光の中心波長、線幅（ＦＷＨＭなど）をモニタし
ている。露光装置から予め設定された光の要求精度を満たせない場合には、レーザ制御系
２３へ光品位が要求精度を満たせなかったことを知らせる。
【００３３】
　ステップ１１３では、発振（レーザ発光）を終了するか否かを判定する。発振の終了は
、発振の終了条件（例えば、発光パルス数や発振したエネルギの積算値）を満たしている
かどうかを確認する。条件を満たしている場合には、次のステップ１１４の処理へ移り、
条件を満たしていない場合にはステップ１１０へ戻りターゲットのエネルギを算出する。
【００３４】
　ステップ１１４では、ステップ１１２でモニタした光品位の確認結果に基づき、光品位
の良、不良を判定する。そして、光品位が露光性能を保証できない場合には、Ｅｒｒｏｒ
終了とし、光品位が露光性能を保証できる場合には、次のショットの露光を開始するため
、次のショットの発振条件設定を実行する。
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　以降、ウエハの全ショットの露光が完了するまで、１０９から１１４の処理を繰り返し
実行する。
【００３５】
　以上のように、本実施例によれば、光源から射出された光が複数の波長からなる光であ
る場合において、波長スペクトルの左右対称性がずれた場合であっても、露光前に予め波
長スペクトルのずれ量を計測し、前記波長スペクトルのずれ量を修正することで、波長ス
ペクトル左右対称性のずれによるデフォーカスの影響を抑制することが可能となる。
【００３６】
　なお、上述の実施例においては、前処理を１ウエハごとに行い、かつ前処理における波
長指令値λｓｅｔは、実露光時のパラメータに基づいて算出される値を用いた。しかし、
前処理を行うタイミングは、１ウエハカセットごと、１ロットごと、または、露光パラメ
ータや実露光時の露光量検出値が所定量以上変化した時等、光源や投影光学系の性質や安
定度等に基づいて定めても良い。また、前処理における波長指令値λｓｅｔは、直前の実
露光時の値など、他の値を用いても良い。
【００３７】
［微小デバイス製造の実施例］
　次に、上述の露光装置を利用した微小デバイス（ＩＣやＬＳＩ等の半導体チップ、液晶
パネル、ＣＣＤ、薄膜磁気ヘッド、マイクロマシン等）の製造プロセスを説明する。
　図８は半導体デバイスの製造のフローを示す。
　ステップ１（回路設計）では半導体デバイスの回路設計を行う。ステップ２（マスク製
作）では設計したパターンを形成したマスク（原版またはレチクルともいう）を製作する
。
　一方、ステップ３（ウエハ製造）ではシリコン等の材料を用いてウエハ（基板ともいう
）を製造する。ステップ４（ウエハプロセス）は前工程と呼ばれ、上記用意したマスクを
設置した露光装置とウエハを用いて、リソグラフィ技術によってウエハ上に実際の回路を
形成する。
　次のステップ５（組み立て）は後工程と呼ばれ、ステップ４によって作製されたウエハ
を用いて半導体チップ化する工程である。後工程は、アッセンブリ工程（ダイシング、ボ
ンディング）、パッケージング工程（チップ封入）等の組み立て工程を含む。ステップ６
（検査）ではステップ５で作製された半導体デバイスの動作確認テスト、耐久性テスト等
の検査を行う。こうした工程を経て半導体デバイスが完成し、ステップ７でこれを出荷す
る。
【００３８】
　上記ステップ４のウエハプロセスは、ウエハの表面を酸化させる酸化ステップ、ウエハ
表面に絶縁膜を成膜するＣＶＤステップ、ウエハ上に電極を蒸着によって形成する電極形
成ステップステップを有する。また、ウエハにイオンを打ち込むイオン打ち込みステップ
、ウエハに感光剤を塗布するレジスト処理ステップ、上記の露光装置を用いて、回路パタ
ーンを有するマスクを介し、レジスト処理ステップ後のウエハを露光する露光ステップを
有する。さらに、露光ステップで露光したウエハを現像する現像ステップ、現像ステップ
で現像したレジスト像以外の部分を削り取るエッチングステップ、エッチングが済んで不
要となったレジストを取り除くレジスト剥離ステップを有する。これらのステップを繰り
返し行うことによって、ウエハ上に多重に回路パターンを形成する。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の一実施例に係る露光装置の概略構成図である。
【図２】図１の露光装置におけるウエハの露光シーケンスである。
【図３】本発明における中心波長の定義を説明するための、複数の波長からなる光を積算
した波長スペクトル図である。
【図４】複数の波長からなる光を積算した波長スペクトル図である。
【図５】複数の波長からなる光を用いた露光中の波長スペクトル図である。
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【図６】エキシマレーザの概略構成図である。
【図７】複数の波長からなる光を積算した波長スペクトルが左右非対称なエネルギ強度を
示す場合の説明図である。
【図８】デバイスの製造プロセスのフローを説明する図である。
【符号の説明】
【００４０】
　１：レーザ、２：ビーム整形光学系、３：インテグレータ、４：絞りターレット、５：
ハーフミラー、６：第１光電変換装置、７：コンデンサレンズ、８：ブラインド、９：ス
リット、１０，１２：コンデンサレンズ、１１：ミラー、１３：レチクル、１４：レチク
ルステージ、１５：投影光学系、１６：フォーカス検出系、１７：ウエハステージ、１８
：ウエハ、１９：第２光電変換装置、２０：ステージ駆動制御系、２１：露光量演算部、
２２：主制御系、２３：レーザ制御系、２４：入力装置、２５：記憶部、２６：表示部、
２７：レーザチャンバ、２８，２９：ウィンドウ、３０，３１：主放電電極、３２：フロ
ントミラー、３３：レーザ光、３４：ビームスプリッタ、３５：基準光源、３６：モニタ
ーエタロン、３７：回折格子型分光器、３８：波長コントローラ、３９：ドライバ、４０
：狭帯域化部。

【図１】 【図２】
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